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われわれは各種電子デバイスの基本構成要素である TFTアレイを、常温・常圧下における塗

布のみを用いて高均質かつ高生産に印刷製造するための基盤技術の開発に取り組み、これまでに、

金属電極配線と有機半導体層のそれぞれについて独自の印刷法を開発してきた。今回、超高精細

な電極配線を印刷できるスーパーナップ法[1]と、高均質なポリマー半導体層を塗布製膜できるプ

ッシュコート法[2]を統合することにより、全印刷による高精細な有機 TFTアレイ（サイズ 5.5inch、

解像度:300ppi、素子構造：ボトムゲート・ボトムコンタクト型）の試作とその高スループット化

に成功したので報告する。 

作製したデバイス構成と得られた TFTアレイの写真をそれぞれ Fig.1、2に示す。ゲート電極

及びソース／ドレイン電極パターン形成にはいずれもスーパーナップ法を用い、またゲート絶縁

層には電極パターニングで用いられる Cytop®をそのまま用いた。これにより良好な絶縁性と高い

デバイス安定性を確保しつつ、プロセス全体の大幅な簡易化を達成することが可能であった。半

導体にはポリマー半導体・PDVT-10 を用いて、プッシュコート法によりベタ膜を製膜し、反転印

刷法によりパターン形成を行ったのちに、電極パターン上に転写した。作製した TFTアレイ近傍

の Teg 素子のデバイス特性を Fig.3 に示す。移動度は平均で 0.45cm2/Vs であった。従来試みられ

てきた多くの印刷法では、製膜後の高温・長時間ベークが必須であり性能や生産性を落とす主因

となってきたが、今回の製法ではこれらをいずれも回避でき、全体で 1 時間程度の簡易プロセス

により高精細 TFTアレイを製造できた。講演では、得られた TFTアレイの性能分布等の詳細を報

告する。 

[1] Yamada et al. Nat. Commun. (2016). [2] Ikawa et al. Nature Commun. (2012). 

 

Fig.2 Micrograph of all-printed TFT array. 

VD: -10V 

Fig.3 Transfer characteristics of the 

printed TFT. 

Fig.1 Scheme of the fabricated 

device structure. 
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